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(57)【要約】
【課題】アレイ基板及びこれを有する表示装置を提供す
る。
【解決手段】アレイ基板１１０及びこれを有する液晶表
示装置５００において、ゲートラインＧＬ１～ＧＬｎは
水平走査期間中にゲートパルスを印加し、データライン
ＤＬ１～ＤＬｍはフレーム単位で極性が反転しているピ
クセル電圧を印加する。薄膜トランジスタが水平走査期
間中に前記ゲートパルスに応答してターンオンされると
、画素電極は薄膜トランジスタを通じて前記ピクセル電
圧が印加される。プリチャージング部は前記水平走査期
間の前期間中にゲートパルスに応答してピクセル電圧の
基準となる共通電圧を画素電極にプリチャージングする
。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ベース基板上に形成される複数の画素からなるアレイ基板において、
　前記複数の画素の各画素は、
　第１水平走査期間中にゲートパルスを印加するゲートラインと、
　前記ゲートラインと電気的に絶縁し交差するように形成され、フレーム単位で極性が反
転しているピクセル電圧を印加するデータラインと、
　前記ゲートラインと前記データラインに電気的に接続し、前記第１水平走査期間中に前
記ゲートパルスに応答して前記ピクセル電圧を印加する薄膜トランジスタと、
　前記薄膜トランジスタに接続し、前記第１水平走査期間中に前記ピクセル電圧が印加さ
れる画素電極と、
　前記第１水平走査期間の前期間である第０水平走査期間中にゲートパルスに応答して前
記ピクセル電圧の基準となる共通電圧を前記画素電極にプリチャージングするプリチャー
ジング部と、
　を含むことを特徴とするアレイ基板。
【請求項２】
　前記ピクセル電圧は、
　前記共通電圧を基準に正極性または負極性を有することを特徴とする請求項１に記載の
アレイ基板。
【請求項３】
　前記共通電圧を印加するストレージラインをさらに含むことを特徴とする請求項１に記
載のアレイ基板。
【請求項４】
　前記プリチャージング部は、
　前記ゲートラインと前記ストレージラインに電気的に接続し、前記第０水平走査期間中
に前記ゲートパルスに応答して前記共通電圧を前記画素電極に印加するプリチャージング
トランジスタを含むことを特徴とする請求項３に記載のアレイ基板。
【請求項５】
　前記ストレージラインは、
　前記データラインと同一層に形成されることを特徴とする請求項４に記載のアレイ基板
。
【請求項６】
　前記プリチャージングトランジスタは、
　前記ゲートラインの一端に形成されるゲート電極と、
　前記ストレージラインの一端に形成されるソース電極と、
　前記画素電極に電気的に接続するように形成されるドレイン電極と、
　を含むことを特徴とする請求項５に記載のアレイ基板。
【請求項７】
　前記ストレージラインは、
　前記ゲートラインと同一層に形成されることを特徴とする請求項３に記載のアレイ基板
。
【請求項８】
　前記各画素は、
　前記データラインが伸びる方向の前記画素の長さより前記ゲートラインが伸びる方向の
前記画素の長さの方が長くなるように形成される横型ピクセル構造を有することを特徴と
する請求項３に記載のアレイ基板。
【請求項９】
　前記ストレージラインは、
　前記ゲートラインが伸びる方向と平行であり、前記ゲートラインに隣接し、互いに所定
の間隔で離隔し、前記画素電極とオーバーラップするように形成される第１及び第２スト
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レージラインと、
　前記データラインと平行であり、前記第１及び第２ストレージラインに電気的に接続し
、前記画素電極とオーバーラップするように形成される第３ストレージラインと、
　を含むことを特徴とする請求項８に記載のアレイ基板。
【請求項１０】
　前記各画素は、
　前記ゲートラインが伸びる方向の画素の長さより前記データラインが伸びる方向の画素
の長さの方が長くなるように形成される縦型ピクセル構造を有することを特徴とする請求
項１に記載のアレイ基板。
【請求項１１】
　前記ストレージラインは、
　前記データラインが伸びる方向と平行であり、互いに所定の間隔で離隔し、前記画素電
極とオーバーラップするように形成される第１及び第２ストレージラインと、
　前記ゲートラインと平行であり、前記第１及び第２ストレージラインに電気的に接続し
、前記画素電極とオーバーラップするように形成される第３ストレージラインと、
　を含むことを特徴とする請求項１０に記載のアレイ基板。
【請求項１２】
　ベース基板上に形成される複数の画素からなるアレイ基板と、
　前記アレイ基板と対向して結合する対向基板と、
　前記複数の画素にゲートパルスを印加するゲート駆動回路と、
　前記複数の画素にフレーム単位で極性が反転しているピクセル電圧を印加するデータ駆
動回路と、
　を含む表示装置において、
　前記複数の画素の各画素は、
　第1水平走査期間中に前記ゲートパルスを印加するゲートラインと、
　前記ゲートラインと電気的に絶縁し交差するように形成され、前記ピクセル電圧を印加
するデータラインと、
　前記ゲートラインと前記データラインに電気的に接続し、前記第１水平走査期間中に前
記ゲートパルスに応答して前記ピクセル電圧を印加する薄膜トランジスタと、
　前記薄膜トランジスタに接続し、前記第１水平走査期間中に前記ピクセル電圧が印加さ
れる画素電極と、
　前記第１水平走査期間の前期間である第０水平走査期間中にゲートパルスに応答して前
記ピクセル電圧の基準となる共通電圧を前記画素電極にプリチャージングするプリチャー
ジング部と、
　を含むことを特徴とする表示装置。
【請求項１３】
　前記共通電圧が印加されるストレージラインをさらに含むことを特徴とする請求項１２
に記載の表示装置。
【請求項１４】
　前記プリチャージング部は、
　前記ゲートラインと前記ストレージラインに電気的に接続し、前記第０水平走査期間中
に前記ゲートパルスに応答して前記共通電圧を前記画素電極に印加するプリチャージング
トランジスタを含むことを特徴とする請求項１３に記載の表示装置。
【請求項１５】
　前記ゲート駆動回路は、
　前記アレイ基板に前記複数の画素を形成する薄膜工程中に前記アレイ基板上に形成され
ることを特徴とする請求項１２に記載の表示装置。
【請求項１６】
　前記ゲート駆動回路は、
　前記ゲートラインの第１端部に電気的に接続するように形成される第１ゲート駆動回路
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と、
　前記ゲートラインの第２端部に電気的に接続するように形成される第２ゲート駆動回路
と、
　を含むことを特徴とする請求項１５に記載の表示装置。
【請求項１７】
　前記アレイ基板は、
　前記複数の画素が形成され、映像が表示される表示領域と、
　前記ゲートラインの第１端部に位置する第１周辺領域と、
　前記ゲートラインの第２端部に位置する第２周辺領域と、
　に区画され、
　前記第１ゲート駆動回路は、
　前記第１周辺領域に形成され、
　前記第２ゲート駆動回路は、
　前記第２周辺領域に形成されることを特徴とする請求項１６に記載の表示装置。
【請求項１８】
　前記各画素は、
　前記データラインが伸びる方向の前記画素の長さより前記ゲートラインが伸びる方向の
前記画素の長さの方が長くなるように形成される横型ピクセル構造を有することを特徴と
する請求項１６に記載の表示装置。
【請求項１９】
　前記対向基板は、
　前記データラインが伸びる方向に連続する３種類の画素にそれぞれ対応するレッド、グ
リーン及びブルー色画素を含み、
　前記３種類の画素は、
　１つの色情報を表示する単位画素として定義されることを特徴とする請求項１８に記載
の表示装置。
【請求項２０】
　前記各画素は、
　前記ゲートラインが伸びる方向の前記画素の長さより前記データラインが伸びる方向の
前記画素の長さの方が長くなるように形成される縦型ピクセル構造を有することを特徴と
する請求項１６に記載の表示装置。
【請求項２１】
　前記対向基板は、
　前記ゲートラインが伸びる方向に連続する３種類の画素にそれぞれ対応するレッド、グ
リーン及びブルー色画素を含み、
　前記３種類の画素は、
　１つの色情報を表示する単位画素として定義されることを特徴とする請求項２０に記載
の表示装置。
【請求項２２】
　１つの画素行に形成される奇数番目の画素は、
　前記第１水平走査期間中のうち前半の半分の時間ターンオンされ、
　前記１つの画素行に形成される偶数番目の画素は、
　前記第１水平走査期間中のうち後半の半分の時間ターンオンされることを特徴とする請
求項１２に記載の表示装置。
【請求項２３】
　前記データラインは、
　前記第１水平走査期間中のうち前半の半分の時間前記ピクセル電圧を前記奇数番目の画
素に印加し、
　前記第１水平走査期間中のうち後半の半分の時間前記ピクセル電圧を前記偶数番目の画
素に印加することを特徴とする請求項２２に記載の表示装置。
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【請求項２４】
　前記ゲートラインは、
　前記第１水平走査期間中のうち前半の半分の時間前記奇数番目の画素をターンオンする
第１ゲートラインと、
　前記第１水平走査期間中のうち後半の半分の時間前記偶数番目の画素をターンオンする
第２ゲートラインと、
　を含むことを特徴とする請求項２２に記載の表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はアレイ基板及びこれを有する表示装置に係り、さらに詳細には、応答速度を向
上させることができるアレイ基板及びこれを有する表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般的に、液晶表示装置は下部基板、下部基板と対向して形成される上部基板及び下部
基板と上部基板との間に形成される液晶層からなり、映像を表示する液晶表示パネルを形
成する。
【０００３】
　液晶表示パネルには複数のゲートライン、複数のデータライン、複数のゲートラインと
複数のデータラインに接続する複数の画素が形成される。液晶表示パネルには複数のゲー
トラインにゲート信号を順次印加するためのゲート駆動回路が薄膜工程中に形成される。
【０００４】
　一般的に、ゲート駆動回路は複数のステージが従属的に接続されるように形成される１
つのシフトレジスタからなる。すなわち、各ステージは対応するゲートラインにゲート信
号を供給し、上流側に接続されているステージと下流側に接続されているステージの駆動
を制御する。
【０００５】
　しかし、液晶表示パネルが大型化されるにあたり、解像度を高くするために、ゲートラ
インの本数は増加される。このように、ゲートラインの本数が増加すると、１つの画素行
を走査するためのアクティブ期間（水平走査期間）が減少する。その結果、液晶の充電率
が減少し、これによって、表示装置の応答速度が低下する。
【特許文献１】特開２０００－２２７７８４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　したがって、本発明の目的は、応答速度を向上させ、表示品質を改善するためのアレイ
基板を提供することにある。
【０００７】
　また、本発明の他の目的は、上述したアレイ基板を含む表示装置を提供することにある
。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明に係るアレイ基板はベース基板上に形成される複数の画素からなる。前記複数の
画素の各画素はゲートライン、データライン、薄膜トランジスタ、画素電極及びプリチャ
ージング部を含む。
【０００９】
　前記ゲートラインは第１水平走査期間中にゲートパルスを印加する。前記データライン
は前記ゲートラインと電気的に絶縁し交差するように形成され、フレーム単位で極性が反
転しているピクセル電圧を印加する。前記薄膜トランジスタは前記ゲートラインと前記デ
ータラインに電気的に接続し、前記第１水平走査期間中に前記ゲートパルスに応答して前
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記ピクセル電圧を印加する。前記画素電極は前記薄膜トランジスタに接続し、前記第１水
平走査期間中に前記ピクセル電圧が印加される。前記プリチャージング部は前記第１水平
走査期間の前期間である第０水平走査期間中にゲートパルスに応答して前記ピクセル電圧
の基準となる共通電圧を前記画素電極にプリチャージングする。
【００１０】
　本発明に係る表示装置は、アレイ基板、対向基板、ゲート駆動回路及びデータ駆動回路
を含む。前記アレイ基板はベース基板上に形成される複数の画素からなる。前記対向基板
は前記アレイ基板と対向して結合する。前記ゲート駆動回路は前記複数の画素にゲートパ
ルスを印加する。前記データ駆動回路は前記複数の画素にフレーム単位で極性が反転して
いるピクセル電圧を印加する。
【００１１】
　前記複数の画素の各画素は、ゲートライン、データライン、薄膜トランジスタ、画素電
極及びプリチャージング部を含む。
【００１２】
　前記ゲートラインは第1水平走査期間中に前記ゲートパルスを印加する。前記データラ
インは前記ゲートラインと電気的に絶縁し交差するように形成され、前記ピクセル電圧を
印加する。前記薄膜トランジスタは前記ゲートラインと前記データラインに電気的に接続
し、前記第１水平走査期間中に前記ゲートパルスに応答して前記ピクセル電圧を印加する
。前記画素電極は前記薄膜トランジスタに接続し、前記第１水平走査期間中に前記ピクセ
ル電圧が印加される。前記プリチャージング部は前記第１水平走査期間の前期間である第
０水平走査期間中にゲートパルスに応答して前記ピクセル電圧の基準となる共通電圧を前
記画素電極にプリチャージングする。
【００１３】
　このようなアレイ基板及びこれを有する表示装置によると、第０水平走査期間中にゲー
トパルスに応答してピクセル電圧の基準となる共通電圧を画素電極にプリチャ－ジングし
ておき、第１水平走査期間中にゲートパルスに応答して画素電極に前記ピクセル電圧を印
加することで、液晶の応答速度を向上させることができ、オーバーチャジによるゴースト
現象を防止することができる。
【発明の効果】
【００１４】
　このようなアレイ基板及びこれを有する表示装置によると、第０水平走査期間中にゲー
トパルスに応答してピクセル電圧の基準となる共通電圧を画素電極にプリチャージングし
ておき、第１水平走査期間中にゲートパルスに応答して画素電極に前記ピクセル電圧を印
加する。
【００１５】
　したがって、第１水平走査期間中に画素行を走査するアクティブ期間内に各画素のピク
セル電圧が目標値に到逹する時間を短縮させることができ、それによって、液晶の応答速
度を向上させることができる。
【００１６】
　しかし、第０水平走査期間中にピクセル電圧で画素電極をプリチャージングする従来の
方式では第１水平走査期間中に画素電極がオーバーチャジしてしまい、映像が表示しよう
とする階調より高い階調に表示されるゴースト現象が発生した。そこで、本発明ではピク
セル電圧の基準となる共通電圧をプリチャージングすることによって、前記ゴースト現象
の防止が可能になる。その結果、表示装置の表示品質を改善することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　以下、添付した図を参照して、本発明の望ましい実施形態をより詳細に説明する。
【００１８】
　図１は本発明の第１実施形態による液晶表示装置の平面図である。
【００１９】
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　図１を参照すると、本発明の第１実施形態による液晶表示装置５００は映像を表示する
液晶表示パネル１００、前記液晶表示パネル１００に隣接している印刷回路基板４００及
び前記液晶表示パネル１００と前記印刷回路基板４００とを電気的に接続するテープキャ
リアパッケージ３００を含む。
【００２０】
　前記液晶表示パネル１００はアレイ基板１１０、前記アレイ基板１１０と対向して形成
されるカラーフィルタ基板１２０及び前記アレイ基板１１０と前記カラーフィルタ基板１
２０との間に形成される液晶層（図示せず）からなる。前記アレイ基板１１０は映像を表
示する表示領域ＤＡ、前記表示領域ＤＡに隣接する第１乃至第３周辺領域ＰＡ１、ＰＡ２
、ＰＡ３に区画される。
【００２１】
　前記アレイ基板１１０の表示領域ＤＡにはマトリックス形態で複数の画素が形成される
。具体的に、前記表示領域ＤＡは第１方向Ｄ１に形成される複数のゲートラインＧＬ１～
ＧＬｎ（ここで、ｎは２以上の偶数）及び前記第１方向Ｄ１と直交する第２方向Ｄ２に形
成される複数のデータラインＤＬ１～ＤＬｍによって複数の画素領域が画定される。前記
カラーフィルタ基板１２０には前記複数の画素領域に対応して複数の色画素（例えば、レ
ッド、グリーン及びブルーの色画素）が形成される。
【００２２】
　前記第１周辺領域ＰＡ１は前記複数のゲートラインＧＬ１～ＧＬｎの第１端部に位置す
る領域であり、前記第１周辺領域ＰＡ１には前記複数のゲートラインＧＬ１～ＧＬｎにゲ
ートパルスを順次印加する第１ゲート駆動回路２１０が形成される。前記第１ゲート駆動
回路２１０は従属的に接続される複数のステージからなる１つのシフトレジスタを含む。
前記各ステージの出力端子は対応するゲートラインの第１端部に接続される。したがって
、前記複数のステージは順次ターンオンされると、対応するゲートラインに順次ゲートパ
ルスを印加する。
【００２３】
　前記第２周辺領域ＰＡ２は前記複数のゲートラインＧＬ１～ＧＬｎの第２端部に位置す
る領域であり、前記第２周辺領域ＰＡ２には前記複数のゲートラインＧＬ１～ＧＬｎに前
記ゲートパルスを順次印加する第２ゲート駆動回路２２０が形成される。前記第２ゲート
駆動回路２２０は従属的に接続される複数のステージからなる１つのシフトレジスタを含
む。前記各ステージの出力端子は対応するゲートラインの第２端部に接続される。したが
って、前記複数のステージは順次ターンオンされると、対応するゲートラインに順次ゲー
トパルスを印加する。
【００２４】
　このように、各ゲートラインは両端部で前記第１及び第２ゲート駆動回路２１０、２２
０にそれぞれ接続されることによって、両端部を通じてゲートパルスが印加される。した
がって、前記ゲートパルスの遅延を防止することができる。
【００２５】
　本発明の一例において、前記第１及び第２ゲート駆動回路２１０、２２０は前記アレイ
基板１１０に画素を形成する薄膜工程中に前記画素と同時に形成される。このように、前
記第１及び第２ゲート駆動回路２１０、２２０が前記アレイ基板１１０に集積されること
によって、液晶表示装置５００において、前記第１及び第２ゲート駆動回路が内蔵してい
た駆動チップが除去され、その結果、液晶表示装置５００の生産性が向上し、全体的なサ
イズが減少する。
【００２６】
　一方、前記第３周辺領域ＰＡ３は前記複数のデータラインＤＬ１～ＤＬｍの一端部に位
置する領域であり、前記テープキャリアパッケージ３００の第１端部が接続している。前
記テープキャリアパッケージ３００の第２端部は前記印刷回路基板４００に接続している
。前記テープキャリアパッケージ３００上には前記複数のデータラインＤＬ１～ＤＬｍに
ピクセル電圧を供給するデータ駆動チップ３１０が実装される。したがって、前記データ
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駆動チップ３１０は前記印刷回路基板４００からの各種制御信号に応答して前記複数のデ
ータラインＤＬ１～ＤＬｍに前記ピクセル電圧を供給することができる。
【００２７】
　また、前記印刷回路基板４００から印加された第１及び第２ゲート制御信号は前記テー
プキャリアパッケージ３００を通じて前記第１及び第２ゲート駆動回路２１０、２２０に
それぞれ供給される。したがって、前記第１及び第２ゲート駆動回路２１０、２２０は前
記第１及び第２ゲート制御信号に応答して前記複数のゲートラインＧＬ１～ＧＬｎに前記
ゲートパルスを印加する。
【００２８】
　図１に示したように、前記アレイ基板１１０に形成される複数の画素は前記第２方向Ｄ
２の画素の長さより前記第１方向Ｄ１の画素の長さの方が長い横型ピクセル構造からなる
。このような横型ピクセル構造では前記第２方向Ｄ２に順次形成される前記レッド、グリ
ーン及びブルーの色画素Ｒ、Ｇ、Ｂにそれぞれ対応する３種類の画素で１つの色を表現す
る単位画素で定義される。
【００２９】
　横型ピクセル構造は、前記第１方向Ｄ１の画素の長さより前記第２方向Ｄ２の画素の長
さの方が長い縦型ピクセル構造よりもデータラインの本数が少なく、ゲートラインの本数
は多い。
【００３０】
　前記横型ピクセル構造を採用する液晶表示装置５００は、データラインの本数の減少に
よってデータ信号を印加するデータ駆動チップ３１０の個数が減少し、その結果、液晶表
示装置５００の生産性が向上する。一方、前記ゲートラインの本数が増加するが、上述し
たように、前記第１及び第２ゲート駆動回路２１０、２２０が前記アレイ基板１１０上に
薄膜工程中に集積されるため、ゲートラインの本数が増加しても、前記液晶表示装置５０
０のチップの個数は増加しない。
【００３１】
　前記横型ピクセル構造については図２乃至図５を参照して具体的に説明する。
【００３２】
　図２は図１に示した横型ピクセル構造を有する単位画素の回路図であり、図３は図２に
示した単位画素において各走査期間中に印加されるゲートパルスによるピクセル電圧の変
化を示した波形図である。
【００３３】
　図２を参照すると、単位画素はレッド色画素Ｒに対応する第１画素Ｐｉ×ｊ、グリーン
色画素Ｇに対応する第２画素Ｐ（ｉ＋１）×ｊ及びブルー色画素Ｂに対応する第３画素Ｐ
（ｉ＋２）×ｊからなる。前記第１乃至第３画素Ｐｉ×ｊ、Ｐ（ｉ＋１）×ｊ、Ｐ（ｉ＋
２）×ｊは横型ピクセル構造を有する。
【００３４】
　前記第１画素Ｐｉ×ｊは、第ｉゲートラインＧＬｉ、第ｊデータラインＤＬｊ、ストレ
ージラインＳＬ、第ｉ薄膜トランジスタＴ１ｉ、第ｉプリチャージングトランジスタＴ２
ｉ及び第ｉ画素電極ＰＥｉを含む。
【００３５】
　前記第ｉ薄膜トランジスタＴ１ｉは、前記第ｉゲートラインＧＬｉと前記第ｊデータラ
インＤＬｊに電気的に接続する。具体的に、前記第ｉ薄膜トランジスタＴ１ｉのゲート電
極は前記第ｉゲートラインＧＬｉに接続し、ソース電極は前記第ｊデータラインＤＬｊに
接続し、ドレイン電極は前記第ｉ画素電極ＰＥｉに接続する。
【００３６】
　前記第ｉプリチャ－ジングトランジスタＴ２ｉは、前記第ｉ－１ゲートラインＧＬｉ－
１と前記ストレージラインＳＬに電気的に接続される。具体的に、前記第ｉプリチャージ
ングトランジスタＴ２ｉのゲート電極は前記第ｉ－１ゲートラインＧＬｉ－１に接続され
、ソース電極は前記ストレージラインＳＬに接続され、ドレイン電極は前記第ｉ画素電極
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ＰＥｉに接続される。
【００３７】
　前記第２画素Ｐ（ｉ＋１）×ｊは、第ｉ＋１ゲートラインＧＬｉ＋１、第ｊデータライ
ンＤＬｊ、ストレージラインＳＬ、第ｉ＋１薄膜トランジスタＴ１（ｉ＋１）、第ｉ＋１
プリチャージングトランジスタＴ２（ｉ＋１）及び第ｉ＋１画素電極ＰＥｉ＋１を含む。
【００３８】
　前記第ｉ＋１薄膜トランジスタＴ１（ｉ＋１）は、前記第ｉ＋１ゲートラインＧＬｉ＋
１、前記第ｊデータラインＤＬｊ及び第ｉ＋１画素電極ＰＥｉ＋１に電気的に接続する。
前記第ｉ＋１プリチャージングトランジスタＴ２（ｉ＋１）は、前記第ｉゲートラインＧ
Ｌｉ、前記ストレージラインＳＬ及び前記第ｉ＋１画素電極ＰＥｉ＋１に接続する。
【００３９】
　前記第３画素Ｐ（ｉ＋２）×ｊは、第ｉ＋２ゲートラインＧＬｉ＋２、第ｊデータライ
ンＤＬｊ、ストレージラインＳＬ、第ｉ＋２薄膜トランジスタＴ１（ｉ＋２）、第ｉ＋２
プリチャージングトランジスタＴ２（ｉ＋２）及び第ｉ＋２画素電極ＰＥｉ＋２を含む。
【００４０】
　前記第ｉ＋２薄膜トランジスタＴ１（ｉ＋２）は、前記第ｉ＋２ゲートラインＧＬｉ＋
２、前記第ｊデータラインＤＬｊ及び第ｉ＋２画素電極ＰＥｉ＋２に電気的に接続する。
前記第ｉ＋２プリチャージングトランジスタＴ２（ｉ＋２）は、前記第ｉ＋１ゲートライ
ンＧＬｉ＋１、前記ストレージラインＳＬ及び前記第ｉ＋２画素電極ＰＥｉ＋２に接続す
る。
【００４１】
　図２及び図３に示したように、第１画素Ｐｉ×ｊでは前記第ｉ－１ゲートラインＧＬｉ
－１に印加された第ｉ－１ゲートパルスＧｉ－１に応答して前記第ｉ画素電極ＰＥｉに共
通電圧Ｖｃｏｍをプリチャージングする。具体的に、前記第ｉ－１ゲートパルスＧｉ－１
によって前記第ｉプリチャージングトランジスタＴ２ｉがターンオンされると、前記スト
レージラインＳＬに印加された共通電圧Ｖｃｏｍが前記第ｉプリチャージングトランジス
タＴ２ｉを経由して前記第ｉ画素電極ＰＥｉに印加される。したがって、前記第ｉ－１ゲ
ートパルスＧｉ－１が印加される第０水平走査期間（第ｉ－１アクティブ期間Ａｉ－１）
の間前記第ｉ画素電極ＰＥｉに前記共通電圧Ｖｃｏｍをプリチャージングする。
【００４２】
　その後、第１水平走査期間（第ｉアクティブ期間Ａｉ）の間前記第ｉゲートパルスＧｉ
に応答して前記第ｉ薄膜トランジスタＴ１ｉがターンオンされると、前記第ｉ画素電極Ｐ
Ｅｉには前記第ｊデータラインＤＬｊに印加された第ｉピクセル電圧ＶＰｉが印加される
。
【００４３】
　上述したように、前記第ｉ画素電極ＰＥｉに印加される第ｉピクセル電圧Ｖｐｉの極性
が１フレーム単位で転換されるとき、基準となる共通電圧Ｖｃｏｍを前記第ｉ－１アクテ
ィブ期間Ａｉ－１の間前記第ｉ画素電極ＰＥｉに印加する。したがって、与えられた第ｉ
アクティブ期間Ａｉ内で前記第ｉピクセル電圧ＶＰｉが目標値に到逹する時間を短縮させ
ることができ、それによって、液晶の応答速度を向上させることができる。
【００４４】
　一方、前記第２画素Ｐｉ＋１×ｊの第ｉ＋１画素電極ＰＥ（ｉ＋１）では第ｉアクティ
ブ期間Ａｉの間前記第ｉゲートパルスＧｉに応答して前記共通電圧Ｖｃｏｍをプリチャー
ジングする。その後、第２水平走査期間（第ｉ＋１アクティブ期間Ａｉ＋１）の間前記第
ｉ＋１ゲートパルスＧｉ＋１に応答して第ｉ＋１ピクセル電圧ＶＰｉ＋１が印加される。
【００４５】
　また、前記第３画素Ｐ（ｉ＋２）×ｊの第ｉ＋２画素電極ＰＥｉ＋２では第ｉ＋１アク
ティブ期間Ａｉ＋１の間前記第ｉ＋１ゲートパルスＧｉ＋１に応答して前記共通電圧Ｖｃ
ｏｍをプリチャージングする。その後、第３水平走査期間（第ｉ＋２アクティブ期間Ａｉ
＋２）の間前記第ｉ＋２ゲートパルスＧｉ＋２に応答して第ｉ＋２ピクセル電圧ＶＰｉが
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印加される。
【００４６】
　このように、各画素に印加されるピクセル電圧の極性がフレーム単位で反転していると
き、第１走査期間中の画素電極には、第０水平走査期間中にゲートパルスに応答して極性
の基準となる共通電圧Ｖｃｏｍをプリチャージングされた状態で、目標ピクセル電圧が印
加される。したがって、与えられたアクティブ期間内で前記各画素のピクセル電圧が目標
値に到逹する時間を短縮させることができ、それによって、液晶の応答速度を向上させる
ことができる。
【００４７】
　図４は図１に示したアレイ基板の一画素に対するレイアウトであり、図５は図４に示し
た切断線Ｉ－Ｉ'及び切断線ＩＩ－ＩＩ’に沿って切断した断面図である。
【００４８】
　アレイ基板１１０はベース基板１１１上に形成される複数の画素からなる。前記画素は
全て同一の構造からなるため、図４及び図５では前記複数の画素のうちの１つの画素（例
えば、ｉ×ｊ番目の画素）について具体的に説明する。
【００４９】
　図４及び図５を参照すると、ベース基板１１１上には第１方向Ｄ１に伸びる第ｉ－１ゲ
ートラインＧＬｉ－１及び第ｉゲートラインＧＬｉが形成される。ここで、ｉ×ｊ番目の
画素を基準に前記第ｉゲートラインＧＬｉは第１水平走査期間中に印加するゲートライン
として定義され、前記第ｉ－１ゲートラインＧＬｉ－１は第０水平走査期間中に印加する
ゲートラインとして定義される。
【００５０】
　前記ベース基板１１１上には第ｉ薄膜トランジスタＴ１ｉのゲート電極ＧＥ１及び第ｉ
プリチャージングトランジスタＴ２ｉのゲート電極ＧＥ２が形成される。具体的に、前記
第ｉ薄膜トランジスタＴ１ｉのゲート電極ＧＥ１は前記第ｉゲートラインＧＬｉの一端に
形成され、前記第ｉプリチャージングトランジスタＴ２ｉのゲート電極ＧＥ２は前記第ｉ
－１ゲートラインＧＬｉ－１の一端に形成される。
【００５１】
　前記ベース基板１１１上に形成される前記第ｉ－１ゲートラインＧＬｉ－１、第ｉゲー
トラインＧＬｉ、前記第ｉ薄膜トランジスタＴ１ｉのゲート電極ＧＥ１及び前記第ｉプリ
チャージングトランジスタＴ２ｉのゲート電極ＧＥ２はゲート絶縁膜１１２によってカバ
ーされる。
【００５２】
　前記ゲート絶縁膜１１２上には第２方向Ｄ２に伸びる第ｊデータラインＤＬｊ、第１乃
至第３ストレージラインＳＬ１、ＳＬ２、ＳＬ３が形成される。前記第１及び第２ストレ
ージラインＳＬ１、ＳＬ２は前記第１方向Ｄ１に伸びるように形成される。具体的に、前
記第１ストレージラインＳＬ１は前記第ｉ－１ゲートラインＧＬｉ－１と隣接して形成さ
れ、前記第２ストレージラインＳＬ２は前記第ｉゲートラインＧＬｉと隣接して形成され
る。前記第３ストレージラインＳＬ３は前記第２方向Ｄ２に伸び、前記第１及び第２スト
レージラインＳＬ１、ＳＬ２に電気的に接続するように形成される。
【００５３】
　また、前記ゲート絶縁膜１１２上には前記第ｉ薄膜トランジスタＴ１ｉのソース及びド
レイン電極ＳＥ１、ＤＥ１、前記第ｉプリチャージングトランジスタＴ２ｉのソース及び
ドレイン電極ＳＥ２、ＤＥ２が形成される。前記第ｉ薄膜トランジスタＴ１ｉのソース電
極ＳＥ１は前記第ｊデータラインＤＬｊの一端に形成され、前記第ｉ薄膜トランジスタＴ
１ｉのドレイン電極ＤＥ１は前記ゲート電極ＧＥ１の上部で前記ソース電極ＳＥ１と所定
の間隔で離隔して形成される。前記第ｉプリチャージングトランジスタＴ２ｉのソース電
極ＳＥ２は前記第１ストレージラインＳＬ１の一端に形成され、前記第ｉプリチャージン
グトランジスタＴ２ｉのドレイン電極ＤＥ２は前記ゲート電極ＧＥ２の上部で前記ソース
電極ＳＥ２と所定の間隔で離隔して形成される。これによって、前記ベース基板１１１上
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には前記第ｉ薄膜トランジスタＴ１ｉ及び前記第ｉプリチャージングトランジスタＴ２ｉ
が完成される。
【００５４】
　前記ゲート絶縁膜１１２上に形成される第ｊデータラインＤＬｊ、第１乃至第３ストレ
ージラインＳＬ１、ＳＬ２、ＳＬ３、第ｉ薄膜トランジスタＴ１ｉ及び第ｉプリチャージ
ングトランジスタＴ２ｉは保護膜１１３によってカバーされる。前記保護膜１１３には前
記第ｉ薄膜トランジスタＴ１ｉのドレイン電極ＤＥ１を露出させる第１コンタクトホール
Ｃ１及び前記第ｉプリチャージングトランジスタＴ２ｉのドレイン電極ＤＥ２を露出させ
る第２コンタクトホールＣ２が形成される。
【００５５】
　前記保護膜１１３上には第ｉ画素電極ＰＥｉが形成される。前記第ｉ画素電極ＰＥｉは
透明性導電物質からなる。また、前記第ｉ画素電極ＰＥｉは前記第１コンタクトホールＣ
１を通じて前記第ｉ薄膜トランジスタＴ１ｉのドレイン電極ＤＥ１と電気的に接続し、前
記第２コンタクトホールＣ２を通じて前記第ｉプリチャージングトランジスタＴ２ｉのド
レイン電極ＤＥ２と電気的に接続するように形成される。
【００５６】
　上述したように、前記第ｉプリチャージングトランジスタＴ２ｉは前記第ｉ－１ゲート
ラインＧＬｉ－１と第１ストレージラインＳＬ１に接続し、第０水平走査期間中に印加す
るゲートパルスに応答して前記第ｉ画素電極ＰＥｉに共通電圧をプリチャージングする。
【００５７】
　本発明の一例において、横型ピクセル構造を有する画素において前記第１乃至第３スト
レージラインＳＬ１、ＳＬ２、ＳＬ３は前記第ｊデータラインＤＬｊと同一層に形成され
る。したがって、前記第ｉプリチャージングトランジスタＴ２ｉのソース電極ＳＥ２は前
記第１乃至第３ストレージラインＳＬ１、ＳＬ２、ＳＬ３のうちのいずれか１つの一端に
形成されることになる。これによって、前記アレイ基板１１０に前記第ｉプリチャージン
グトランジスタＴ２ｉを形成する工程が容易になる。
【００５８】
　図６は本発明の第２実施形態による液晶表示装置の平面図であり、図７は図６に示した
縦型ピクセル構造を有する単位画素の回路図である。ただ、図６に示した構成要素のうち
図１に示した構成要素と同一の構成要素については同一の参照番号を併記して、具体的な
説明は略する。
【００５９】
　図６を参照すると、本発明の第２実施形態による液晶表示装置５０３は映像を表示する
液晶表示パネル１０３、前記液晶表示パネル１０３に隣接している印刷回路基板４００及
び前記液晶表示パネル１０３と前記印刷回路基板４００とを電気的に接続するテープキャ
リアパッケージ３００を含む。
【００６０】
　前記液晶表示パネル１０３はアレイ基板１１０、前記アレイ基板１１０と対向して形成
されるカラーフィルタ基板１２０及び前記アレイ基板１１０と前記カラーフィルタ基板１
２０との間に形成される液晶層(図示せず)からなる。前記アレイ基板１１０は映像を表示
する表示領域ＤＡ、前記表示領域ＤＡに隣接する第１及び第３周辺領域ＰＡ１、ＰＡ３に
区画される。
【００６１】
　前記アレイ基板１１０の表示領域ＤＡにはマトリックス形態で複数の画素が形成される
。前記第１周辺領域ＰＡ１は前記複数のゲートラインＧＬ１～ＧＬｎの第１端部に位置す
る領域であり、前記第１周辺領域ＰＡ１には前記複数のゲートラインＧＬ１～ＧＬｎにゲ
ートパルスを順次印加するゲート駆動回路２１０が形成される。前記ゲート駆動回路２１
０は従属的に接続される複数のステージからなる１つのシフトレジスタを含む。前記各ス
テージの出力端子は対応するゲートラインの第１端部に接続される。したがって、前記複
数のステージは順次ターンオンされると、対応するゲートラインに順次ゲートパルスを印
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加する。
【００６２】
　一方、前記第３周辺領域ＰＡ３は前記複数のデータラインＤＬ１～ＤＬｍの一端部に位
置する領域であり、前記テープキャリアパッケージ３００の第１端部が接続している。前
記テープキャリアパッケージ３００の第２端部は前記印刷回路基板４００に接続している
。前記テープキャリアパッケージ３００上には前記複数のデータラインＤＬ１～ＤＬｍに
ピクセル電圧を供給するデータ駆動チップ３１０が実装される。
【００６３】
　図６に示したように、前記アレイ基板１１０に形成される複数の画素は第１方向Ｄ１の
画素の長さより第２方向Ｄ２の画素の長さの方が長い縦型ピクセル構造からなる。このよ
うな縦型ピクセル構造では前記第１方向Ｄ１に順次形成される前記レッド、グリーン及び
ブルー色画素Ｒ、Ｇ、Ｂにそれぞれ対応する３種類の画素で１つの色を表現する単位画素
として定義される。
【００６４】
　したがって、縦型ピクセル構造を採用する液晶表示装置５０３は図１に示した横型ピク
セル構造よりもデータラインの本数が多く、一方、ゲートラインの本数は少ない。
【００６５】
　図７を参照すると、単位画素はレッド色画素Ｒに対応する第１画素Ｐｉ×ｊ、グリーン
色画素Ｇに対応する第２画素Ｐｉ×（ｊ＋１）及びブルー色画素Ｂに対応する第３画素Ｐ
ｉ×（ｊ＋２）からなる。前記第１乃至第３画素Ｐｉ×ｊ、Ｐｉ×（ｊ＋１）、Ｐｉ×（
ｊ＋２）は縦型ピクセル構造を有する。
【００６６】
　前記第１画素Ｐｉ×ｊは、第ｉゲートラインＧＬｉ、第ｊデータラインＤＬｊ、ストレ
ージラインＳＬ、第ｊ薄膜トランジスタＴ１ｊ、第ｊプリチャージングトランジスタＴ２
ｊ及び第ｊ画素電極ＰＥｊを含む。
【００６７】
　前記第ｊ薄膜トランジスタＴ１ｊは、前記第ｉゲートラインＧＬｉと前記第ｊデータラ
インＤＬｊに電気的に接続する。具体的に、前記第ｊ薄膜トランジスタＴ１ｊのゲート電
極は前記第ｉゲートラインＧＬｉに接続し、ソース電極は前記第ｊデータラインＤＬｊに
接続され、ドレイン電極は前記第ｊ画素電極ＰＥｊに接続する。
【００６８】
　前記第ｊプリチャージングトランジスタＴ２ｊは、前記第ｉ－１ゲートラインＧＬｉ－
１と前記ストレージラインＳＬに電気的に接続される。具体的に、前記第ｊプリチャージ
ングトランジスタＴ２ｊのゲート電極は前記第ｉ－１ゲートラインＧＬｉ－１に接続され
、ソース電極は前記ストレージラインＳＬに接続され、ドレイン電極は前記第ｊ画素電極
ＰＥｊに接続される。
【００６９】
　前記第２画素Ｐｉ×（ｊ＋１）は、第ｉゲートラインＧＬｉ、第ｊ＋１データラインＤ
Ｌｊ＋１、ストレージラインＳＬ、第ｊ＋１薄膜トランジスタＴ１（ｊ＋１）、第ｊ＋１
プリチャージングトランジスタＴ２（ｊ＋１）及び第ｊ＋１画素電極ＰＥｊ＋１を含む。
【００７０】
　前記第ｊ＋１薄膜トランジスタＴ１（ｊ＋１）は、前記第ｉゲートラインＧＬｉ、前記
第ｊ＋１データラインＤＬｊ＋１及び第ｊ＋１画素電極ＰＥｊ＋１に電気的に接続する。
前記第ｊ＋１プリチャージングトランジスタＴ２（ｊ＋１）は、前記第ｉ－１ゲートライ
ンＧＬｉ－１、前記ストレージラインＳＬ及び前記第ｊ＋１画素電極ＰＥｊ＋１に接続す
る。
【００７１】
　前記第３画素Ｐｉ×（ｊ＋２）は、第ｉゲートラインＧＬｉ、第ｊ＋２データラインＤ
Ｌｊ＋２、ストレージラインＳＬ、第ｊ＋２薄膜トランジスタＴ１（ｊ＋２）、第ｊ＋２
プリチャージングトランジスタＴ２（ｊ＋２）及び第ｊ＋２画素電極ＰＥｊ＋２を含む。
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【００７２】
　前記第ｊ＋２薄膜トランジスタＴ１（ｊ＋２）は、前記第ｉゲートラインＧＬｉ、前記
第ｊ＋２データラインＤＬｊ＋２及び第ｊ＋２画素電極ＰＥｊ＋２に電気的に接続する。
前記第ｊ＋２プリチャージングトランジスタＴ２（ｊ＋２）は、前記第ｉ－１ゲートライ
ンＧＬｉ－１、前記ストレージラインＳＬ及び前記第ｊ＋２画素電極ＰＥｊ＋２に接続す
る。
【００７３】
　前記第１乃至第３画素Ｐｉ×ｊ、Ｐｉ×（ｊ＋１）、Ｐｉ×（ｊ＋２）では前記第ｉ－
１ゲートラインＧＬｉ－１に印加された第ｉ－１ゲートパルスＧｉ－１に応答して前記第
ｊ乃至第ｊ＋１画素電極ＰＥｊ、ＰＥｊ＋１、ＰＥｊ＋２に共通電圧をプリチャージング
する。具体的に、前記第ｉ－１ゲートパルスＧｉ－１によって前記第ｊ乃至第ｊ＋２プリ
チャージングトランジスタＴ２ｊ、Ｔ２（ｊ＋１）、Ｔ２（ｊ＋２）がターンオンされる
と、前記ストレージラインＳＬに印加された共通電圧が前記第ｊ乃至第ｊ＋２プリチャー
ジングトランジスタＴ２ｊ、Ｔ２（ｊ＋１）、Ｔ２（ｊ＋２）を経由して前記第ｊ乃至第
ｊ＋２画素電極ＰＥｊ、ＰＥｊ＋１、ＰＥｊ＋２にそれぞれ印加される。したがって、前
記第ｉ－１ゲートパルスＧｉ－１が印加される第０水平走査期間（第ｉ－１アクティブ期
間）の間前記第ｊ乃至第ｊ＋２画素電極ＰＥｊ、ＰＥｊ＋１、ＰＥｊ＋２に前記共通電圧
をプリチャージングする。
【００７４】
　その後、第１水平走査期間（第ｉアクティブ期間）の間前記第ｉゲートパルスＧｉに応
答して前記第ｊ乃至第ｊ＋２薄膜トランジスタＴ１ｊ、Ｔ１（ｊ＋１）、Ｔ１（ｊ＋２）
がターンオンされると、前記第ｊ乃至第ｊ＋２画素電極ＰＥｊ、ＰＥｊ＋１、ＰＥｊ＋２
には前記第ｊ乃至第ｊ＋２データラインＤＬｊ、ＤＬｊ＋１、ＤＬｊ＋２に印加された第
ｊ乃至第ｊ＋２ピクセル電圧がそれぞれ印加される。
【００７５】
　上述したように、第０水平走査期間中に画素電極に共通電圧をプリチャージングするこ
とによって、第１水平走査期間中にピクセル電圧が目標値に到逹する時間を短縮させるこ
とができる。特に、各画素に印加されるピクセル電圧の極性がフレーム単位で反転してい
るとき、第１走査期間中の画素電極には、第０水平走査期間中にゲートパルスに応答して
極性の基準となる共通電圧をプリチャージングされた状態で、目標ピクセル電圧が印加さ
れる。したがって、与えられたアクティブ期間内で前記各画素のピクセル電圧が目標値に
到逹する時間を短縮させることができ、それによって、液晶の応答速度を向上させること
ができる。
【００７６】
　図８は図６に示したアレイ基板の一画素に対するレイアウトであり、図９は図８に示し
た切断線ＩＩＩ－ＩＩＩ’及び切断線ＩＶ－ＩＶ’に沿って切断した断面図である。
【００７７】
　アレイ基板１１０はベース基板１１１上に形成される複数の画素からなる。前記画素は
全て同一の構造からなるため、図８及び図９では前記複数の画素のうちの１つの画素（例
えば、ｉ×ｊ番目の画素）について具体的に説明する。
【００７８】
　図８及び図９を参照すると、ベース基板１１１上には第ｉ－１ゲートラインＧＬｉ－１
、第ｉゲートラインＧＬｉ、第１乃至第３ストレージラインＳＬ１、ＳＬ２、ＳＬ３が形
成される。ここで、ｉ×ｊ番目の画素を基準に前記第ｉゲートラインＧＬｉは第１水平走
査期間中に印加するゲートラインとして定義され、前記第ｉ－１ゲートラインＧＬｉ－１
は第０水平走査期間中に印加するゲートラインとして定義される。前記第ｉ－１及び第ｉ
ゲートラインＧＬｉ－１、ＧＬｉは第１方向Ｄ１に伸びるように形成される。前記第１及
び第２ストレージラインＳＬ１、ＳＬ２は第２方向Ｄ２に平行であり、前記第ｉ－１及び
第ｉゲートラインＧＬｉ－１、ＧＬｉの間に形成される。前記第３ストレージラインＳＬ
３は前記第１方向Ｄ１に伸び、前記第１及び第２ストレージラインＳＬ１、ＳＬ２に電気
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的に接続するように形成される。
【００７９】
　前記ベース基板１１１上には第ｊ薄膜トランジスタＴ１ｊのゲート電極ＧＥ１及び第ｊ
プリチャージングトランジスタＴ２ｊのゲート電極ＧＥ２が形成される。具体的に、前記
第ｊ薄膜トランジスタＴ１ｊのゲート電極ＧＥ１は前記第ｉゲートラインＧＬｉの一端に
形成され、前記第ｊプリチャージングトランジスタＴ２ｊのゲート電極ＧＥ２は前記第ｉ
－１ゲートラインＧＬｉ－１の一端に形成される。
【００８０】
　前記ベース基板１１１上に形成される前記第ｉ－１ゲートラインＧＬｉ－１、第ｉゲー
トラインＧＬｉ、前記第１乃至第３ストレージラインＳＬ１、ＳＬ２、ＳＬ３、前記第ｉ
薄膜トランジスタＴ１ｉのゲート電極ＧＥ１及び前記第ｉプリチャージングトランジスタ
Ｔ２ｉのゲート電極ＧＥ２はゲート絶縁膜１１２によってカバーされる。前記ゲート絶縁
膜１１２には前記第１ストレージラインＳＬ１の一端部を露出させる第３コンタクトホー
ルＣ３が形成される。
【００８１】
　前記ゲート絶縁膜１１２上には前記第２方向Ｄ２に伸びる第ｊデータラインＤＬｊが形
成される。また、前記ゲート絶縁膜１１２上には前記第ｊ薄膜トランジスタＴ１ｊのソー
ス及びドレイン電極ＳＥ１、ＤＥ１、前記第ｊプリチャージングトランジスタＴ２ｊのソ
ース及びドレイン電極ＳＥ２、ＤＥ２が形成される。前記第ｊ薄膜トランジスタＴ１ｊの
ソース電極ＳＥ１は前記第ｊデータラインＤＬｊの一端に形成され、前記第ｊ薄膜トラン
ジスタＴ１ｊのドレイン電極ＤＥ１は前記ゲート電極ＧＥ１の上部で前記ソース電極ＳＥ
１と所定の間隔で離隔して形成される。
【００８２】
　前記第ｊプリチャージングトランジスタＴ２ｊのソース電極ＳＥ２は前記第１ストレー
ジラインＳＬ１の一端に形成され、前記第ｊプリチャージングトランジスタＴ２ｊのドレ
イン電極ＤＥ２は前記ゲート電極ＧＥ２の上部で前記ソース電極ＳＥ２と所定の間隔で離
隔して形成される。ここで、前記第ｊプリチャージングトランジスタＴ２ｊのソース電極
ＳＥ２は前記ゲート絶縁膜１１２に形成される第３コンタクトホールＣ３を通じて前記第
１ストレージラインＳＬ１に電気的に接続するように形成される。これによって、前記ベ
ース基板１１１上には前記第ｊ薄膜トランジスタＴ１ｊ及び前記第ｊプリチャージングト
ランジスタＴ２ｊが完成される。
【００８３】
　前記ゲート絶縁膜１１２上に形成される第ｊデータラインＤＬｊ、第ｊ薄膜トランジス
タＴ１ｊ及び第ｊプリチャージングトランジスタＴ２ｊは保護膜１１３によってカバーさ
れる。前記保護膜１１３には前記第ｊ薄膜トランジスタＴ１ｊのドレイン電極ＤＥ１を露
出させる第１コンタクトホールＣ１及び前記第ｊプリチャージングトランジスタＴ２ｊの
ドレイン電極ＤＥ２を露出させる第２コンタクトホールＣ２が形成される。
【００８４】
　前記保護膜１１３上には第ｊ画素電極ＰＥｊが形成される。前記第ｊ画素電極ＰＥｊは
前記第１コンタクトホールＣ１を通じて前記第ｊ薄膜トランジスタＴ１ｊのドレイン電極
ＤＥ１と電気的に接続し、前記第２コンタクトホールＣ２を通じて前記第ｊプリチャージ
ングトランジスタＴ２ｊのドレイン電極ＤＥ２と電気的に接続するように形成される。
【００８５】
　上述したように、前記第ｊプリチャージングトランジスタＴ２ｊは前記第ｉ－１ゲート
ラインＧＬｉ－１と第１ストレージラインＳＬ１に接続し、第０水平走査期間中に印加す
るゲートパルスに応答して前記第ｊ画素電極ＰＥｊに共通電圧をプリチャージングする。
【００８６】
　図８及び図９は縦型ピクセル構造を有する画素において前記第１乃至第３ストレージラ
インＳＬ１、ＳＬ２、ＳＬ３が前記第ｉゲートラインＧＬｉと同一層に形成される構造を
示した。また、前記縦型ピクセル構造を有する画素において前記第１乃至第３ストレージ
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ラインＳＬ１、ＳＬ２、ＳＬ３は前記第ｊデータラインＤＬｊと同一層に形成することも
できる。
【００８７】
　図１０は本発明の第３実施形態による液晶表示装置の平面図である。ただ、図１０に示
した構成要素のうち図６に示した構成要素と同一の構成要素については同一の参照符号を
併記し、具体的な説明は略する。
【００８８】
　図１０を参照すると、本発明の第３実施形態による液晶表示装置５０５においてアレイ
基板１１０は映像を表示する表示領域ＤＡ、前記表示領域ＤＡに隣接する第１乃至第３周
辺領域ＰＡ１、ＰＡ２、ＰＡ３に区画される。
【００８９】
　前記アレイ基板１１０の表示領域ＤＡにはマトリックス形態で複数の画素が形成される
。前記第１周辺領域ＰＡ１は前記複数のゲートラインＧＬ１～ＧＬｎの第１端部に位置す
る領域であり、前記第１周辺領域ＰＡ１には前記複数のゲートラインＧＬ１～ＧＬｎにゲ
ートパルスを順次印加する第１ゲート駆動回路２１０が形成される。前記第２周辺領域Ｐ
Ａ２は前記複数のゲートラインＧＬ１～ＧＬｎの第２端部に位置する領域であり、前記第
２周辺領域ＰＡ２には前記複数のゲートラインＧＬ１～ＧＬｎに前記ゲートパルスを順次
印加する第２ゲート駆動回路２２０が形成される。
【００９０】
　一方、前記第３周辺領域ＰＡ３は前記複数のデータラインＤＬ１～ＤＬｍの一端部に位
置する領域であり、前記テープキャリアパッケージ３００が接続し、前記テープキャリア
パッケージ３００上には前記複数のデータラインＤＬ１～ＤＬｍにピクセル電圧を供給す
るデータ駆動チップ３１０が実装される。
【００９１】
　図１０に示したように、前記アレイ基板１１０に形成される複数の画素は第１方向Ｄ１
の画素の長さより第２方向Ｄ２の画素の長さの方が長い縦型ピクセル構造からなる。この
ような縦型ピクセル構造では前記第１方向Ｄ１に順次形成される前記レッド、グリーン及
びブルー色画素Ｒ、Ｇ、Ｂにそれぞれ対応する３種類の画素で１つの色を表現する単位画
素として定義される。
【００９２】
　図１０において、１つのデータラインは左／右側に形成される２つの画素と電気的に接
続する。
【００９３】
　したがって、図１０に示した液晶表示装置５０５は図６に示した液晶表示装置５０３よ
りデータラインの本数が１／２倍と少なく、ゲートラインの本数は２倍と多い。
【００９４】
　図１１は図１０に示した縦型ピクセル構造を有する単位画素の回路図であり、図１２は
図１１に示した各単位画素において走査期間中に印加されるゲートパルスによるピクセル
電圧の変化を示した波形図である。
【００９５】
　図１１を参照すると、単位画素はレッド色画素Ｒに対応する第１画素ＰＬｉ×ｊ、グリ
ーン色画素Ｇに対応する第２画素ＰＲｉ×ｊ及びブルー色画素Ｂに対応する第３画素ＰＬ

ｉ×（ｊ＋１）からなる。前記第１乃至第３画素ＰＬｉ×ｊ、ＰＲｉ×ｊ、ＰＬｉ×（ｊ
＋１）は縦型ピクセル構造を有する。
【００９６】
　前記第１画素ＰＬｉ×ｊは、第ｉゲートラインＧＬｉ、第ｊデータラインＤＬｊ、スト
レージラインＳＬ、第ｊ左側薄膜トランジスタＴ１ｊ、第ｊ左側プリチャージングトラン
ジスタＴ２ｊ及び第ｊ左側画素電極ＰＥｊ（Ｌ）を含む。
【００９７】
　前記第ｊ左側薄膜トランジスタＴ１ｊは、前記第ｉゲートラインＧＬｉと前記第ｊデー
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タラインＤＬｊに電気的に接続する。具体的に、前記第ｊ左側薄膜トランジスタＴ１ｊの
ゲート電極は前記第ｉゲートラインＧＬｉに接続し、ソース電極は前記第ｊデータライン
ＤＬｊに接続し、ドレイン電極は前記第ｊ左側画素電極ＰＥｊ（Ｌ）に接続する。
【００９８】
　前記第ｊ左側プリチャージングトランジスタＴ２ｊは、前記第ｉ－１ゲートラインＧＬ
ｉ－１と前記ストレージラインＳＬに電気的に接続する。具体的に、前記第ｊプリチャー
ジングトランジスタＴ２ｊのゲート電極は前記第ｉ－１ゲートラインＧＬｉ－１に接続し
、ソース電極は前記ストレージラインＳＬに接続し、ドレイン電極は前記第ｊ左側画素電
極ＰＥｊ（Ｌ）に接続する。
【００９９】
　前記第２画素ＰＲｉ×ｊは、第ｉ＋１ゲートラインＧＬｉ＋１、第ｊデータラインＤＬ
ｊ、ストレージラインＳＬ、第ｊ右側薄膜トランジスタＴ３ｊ、第ｊ右側プリチャージン
グトランジスタＴ４ｊ及び第ｊ右側画素電極ＰＥｊ（Ｒ）を含む。
【０１００】
　前記第ｊ右側薄膜トランジスタＴ３ｊは、前記第ｉ＋１ゲートラインＧＬｉ＋１、前記
第ｊデータラインＤＬｊ及び第ｊ右側画素電極ＰＥｊ（Ｒ）に電気的に接続する。前記第
ｊ右側プリチャージングトランジスタＴ４ｊは、前記第ｉゲートラインＧＬｉ、前記スト
レージラインＳＬ及び前記第ｊ右側画素電極ＰＥｊ（Ｒ）に接続する。
【０１０１】
　前記第３画素ＰＬｉ×（ｊ＋１）は、第ｉゲートラインＧＬｉ、第ｊ＋１データライン
ＤＬｊ＋１、ストレージラインＳＬ、第ｊ＋１左側薄膜トランジスタＴ１（ｊ＋１）、第
ｊ＋１左側プリチャージングトランジスタＴ２（ｊ＋１）及び第ｊ＋１左側画素電極ＰＥ
ｊ＋１（Ｌ）を含む。
【０１０２】
　前記第ｊ＋１左側薄膜トランジスタＴ１（ｊ＋１）は、前記第ｉゲートラインＧＬｉ、
前記第ｊ＋１データラインＤＬｊ＋１及び第ｊ＋１左側画素電極ＰＥｊ＋１に電気的に接
続する。前記第ｊ＋１左側プリチャージングトランジスタＴ２（ｊ＋１）は、前記第ｉ－
１ゲートラインＧＬｉ－１、前記ストレージラインＳＬ及び前記第ｊ＋１左側画素電極Ｐ
Ｅｊ＋１（Ｌ）に接続する。
【０１０３】
　図１１及び図１２に示したように、前記第１及び第３画素ＰＬｉ×ｊ、ＰＬｉ×（ｊ＋
１）では前記第ｉ－１ゲートラインＧＬｉ－１に印加された第ｉ－１ゲートパルスＧｉ－
１に応答して前記第ｊ及び第ｊ＋１左側画素電極ＰＥｊ（Ｌ）、ＰＥｊ＋１（Ｌ）に共通
電圧Ｖｃｏｍをプリチャ－ジングする。具体的に、前記第ｉ－１ゲートパルスＧｉ－１に
よって前記第ｊ及び第ｊ＋１左側プリチャージングトランジスタＴ２ｊ、Ｔ２（ｊ＋１）
がターンオンされると、前記ストレージラインＳＬに印加された前記共通電圧Ｖｃｏｍが
前記第ｊ及び第ｊ＋１左側プリチャージングトランジスタＴ２ｊ、Ｔ２（ｊ＋１）を経由
して前記第ｊ及び第ｊ＋１左側画素電極ＰＥｊ（Ｌ）、ＰＥｊ＋１（Ｌ）にそれぞれ印加
される。したがって、前記第ｉ－１ゲートパルスＧｉ－１が印加される第０水平走査期間
（第ｉ－１アクティブ期間Ａｉ－１）の間前記第ｊ及び第ｊ＋１左側画素電極ＰＥｊ（Ｌ
）、ＰＥｊ＋１（Ｌ）に前記共通電圧Ｖｃｏｍをプリチャージングする。
【０１０４】
　その後、第１水平走査期間（第ｉアクティブ期間Ａｉ）の間前記第ｉゲートパルスＧｉ
に応答して前記第ｊ及び第ｊ＋１左側薄膜トランジスタＴ１ｊ、Ｔ１（ｊ＋１）がターン
オンされると、前記第ｊ及び第ｊ＋１左側画素電極ＰＥｊ（Ｌ）、ＰＥｊ＋１（Ｌ）には
前記第ｊ及び第ｊ＋１データラインＤＬｊ、ＤＬｊ＋１に印加された第ｊ及び第ｊ＋１左
側ピクセル電圧Ｖｐｊ（Ｌ）、Ｖｐｊ＋１（Ｌ）がそれぞれ印加される。
【０１０５】
　また、前記第ｉアクティブ期間Ａｉの間前記第ｉゲートパルスＧｉに応答して前記第ｊ
右側プリチャージングトランジスタＴ４ｊがターンオンされて、前記第ｊ右側画素電極Ｐ
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Ｅｊ（Ｒ）では前記共通電圧Ｖｃｏｍをプリチャージングする。その後、第ｉ＋１アクテ
ィブ期間Ａｉ＋１の間前記第ｉ＋１ゲートパルスＧｉ＋１に応答して前記第ｊ右側薄膜ト
ランジスタＴ３ｊがターンオンされ、同時に、前記第ｊ右側画素電極ＰＥｊ（Ｒ）には前
記第ｊデータラインＤＬｊに印加された第ｊ右側ピクセル電圧Ｖｐｊ（Ｒ）が印加される
。
【０１０６】
　結果的に、１つの画素行がターンオンされる時間を単位水平走査期間と定義すると、１
つの画素行において奇数番目の画素行は単位水平走査期間のうち前半の半分の時間に印加
される第ｉゲートパルスＧｉに応答してターンオンされ、偶数番目の画素行は前記単位水
平走査期間のうち後半の半分の時間に印加される第ｉ＋１ゲートパルスＧｉ＋１に応答し
てターンオンされる。また、前記奇数番目の画素行は前記単位水平走査期間の前期間に印
加される第ｉ－１ゲートパルスＧｉ－１に応答して前記共通電圧Ｖｃｏｍがプリチャージ
ングされ、前記偶数番目の画素行は前記第ｉゲートパルスＧｉに応答して前記共通電圧Ｖ
ｃｏｍがプリチャージングされる。
【０１０７】
　上述したように、第０水平走査期間中に画素電極に前記共通電圧Ｖｃｏｍをプリチャー
ジングすることによって、第１水平走査期間中にピクセル電圧が目標値に到逹する時間を
短縮させることができる。特に、各画素に印加されるピクセル電圧の極性がフレーム単位
で反転しているとき、第１走査期間中の画素電極には、第０水平走査期間中にゲートパル
スに応答して極性の基準となる共通電圧をプリチャージングされた状態で、目標ピクセル
電圧が印加される。したがって、与えられたアクティブ期間内で前記各画素のピクセル電
圧が目標値に到逹する時間を短縮させることができ、それによって、液晶の応答速度を向
上させることができる。
【０１０８】
　図１乃至図１２ではゲート駆動回路がアレイ基板１１０上に形成される構造のみを示し
た。しかし、前記ゲート駆動回路はチップ形態でも可能で、前記アレイ基板１１０上にチ
ップオンガラス方式で実装する方法、テープキャリアパッケージ上に実装する方法でも形
成することができる。
【０１０９】
　図示しないが、共通電圧を画素電極にプリチャージングさせる本発明のこのような方式
は光視野角特性を有するＰＶＡ（Ｐａｔｔｅｒｎｅｄ　Ｖｅｒｔｉｃａｌ　Ａｌｉｇｎｍ
ｅｎｔ）モード、ＭＶＡ（Ｍｕｌｔｉ－ｄｏｍａｉｎ　Ｖｅｒｔｉｃａｌ　Ａｌｉｇｎｍ
ｅｎｔ）モード及びＳ－ＰＶＡ（ＳｕＰＥｒ－Ｐａｔｔｅｒｎｅｄ　Ｖｅｒｔｉｃａｌ　
Ａｌｉｇｎｍｅｎｔ）モード液晶表示装置にも適用可能である。
【０１１０】
　特に、Ｓ－ＰＶＡモード液晶表示装置は２つのサブ画素からなる画素を形成し、画素に
互いに異なるグレイを有するドメインを形成するために２つのサブ画素は互いに異なるサ
ブ電圧が印加されるメイン及びサブ画素電極をそれぞれ形成する。このとき、液晶表示装
置を眺める人の目は２つのサブ電圧の中間値を認識するため、中間階調以下でガンマカー
ブが歪んで、側面視野角が低下することを防止する。これによって、液晶表示装置の側面
視認性を改善することができる。
【０１１１】
　上記したＳ－ＰＶＡモード液晶表示装置は、駆動方式によってＣＣ（Ｃｏｕｐｌｉｎｇ
　Ｃａｐａｃｉｔｏｒ）タイプとＴＴ（Ｔｗｏ　Ｔｒａｎｓｉｓｔｏｒ）タイプに区別さ
れる。ＣＣタイプはメイン画素電極とサブ画素電極との間にカップリングキャパシタを追
加してサブ画素電極に印加されるデータ電圧を電圧降下させて、メインピクセル電圧より
低い電圧をサブピクセル電圧として印加する駆動方式である。一方、ＴＴタイプは、互い
に時間差を置いてターンオンされる２つのトランジスタを利用してメイン及びサブ画素電
極にそれぞれ互いに異なる電圧レベルを有するメイン及びサブピクセル電圧をそれぞれ印
加する駆動方式である。したがって、ＴＴタイプの場合、メイン及びサブピクセル電圧の
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【０１１２】
　したがって、ＴＴタイプＳ－ＰＶＡモード液晶表示装置においてメイン及びサブ画素電
極に共通電圧をプリチャージングすることによって、メイン及びサブ画素領域での液晶の
充電率を向上させることができ、その結果、Ｓ－ＰＶＡモード液晶表示装置の応答速度を
向上させることができる。
【０１１３】
　以上、実施形態を参照して説明したが、当業者は特許請求の範囲に記載した本発明の思
想及び領域から逸脱しない範囲内で本発明を多様に修正及び変更させることができること
を理解することができるであろう。
【産業上の利用可能性】
【０１１４】
　本発明は、アレイ基板及びこれを有する表示装置に適用することができる。
【図面の簡単な説明】
【０１１５】
【図１】本発明の第１実施形態による液晶表示装置の平面図である。
【図２】図１に示した横型ピクセル構造を有する単位画素の回路図である。
【図３】図２に示した単位画素でゲートパルスによるピクセル電圧の変化を示した波形図
である。
【図４】図１に示したアレイ基板のレイアウトである。
【図５】図４に示した切断線Ｉ－Ｉ’及び切断線ＩＩ－ＩＩ’によって切断した断面図で
ある。
【図６】本発明の第２実施形態による液晶表示装置の平面図である。
【図７】図６に示した縦型ピクセル構造を有する単位画素の回路図である。
【図８】図６に示したアレイ基板のレイアウトである。
【図９】図８に示した切断線ＩＩＩ－ＩＩＩ'及び切断線ＩＶ－ＩＶ’によって切断した
断面図である。
【図１０】本発明の第３実施形態による液晶表示装置の平面図である。
【図１１】図１０に示した縦型ピクセル構造を有する単位画素の回路図である。
【図１２】図１１に示した単位画素でゲートパルスによるピクセル電圧の変化を示した波
形図である。
【符号の説明】
【０１１６】
　　１００，１０３，１０５　　液晶表示パネル、
　　１１０　　アレイ基板、
　　２１０　　第１ゲート駆動回路、
　　２２０　　第２ゲート駆動回路、
　　３００　　テープキャリアパッケージ、
　　３１０　　データ駆動チップ、
　　４００　　印刷回路基板、
　　５００，５０３，５０５　　液晶表示装置。



(19) JP 2008-77053 A 2008.4.3

【図１】



(20) JP 2008-77053 A 2008.4.3

【図２】



(21) JP 2008-77053 A 2008.4.3

【図３】



(22) JP 2008-77053 A 2008.4.3

【図４】



(23) JP 2008-77053 A 2008.4.3

【図５】



(24) JP 2008-77053 A 2008.4.3

【図６】



(25) JP 2008-77053 A 2008.4.3

【図７】



(26) JP 2008-77053 A 2008.4.3

【図８】



(27) JP 2008-77053 A 2008.4.3

【図９】



(28) JP 2008-77053 A 2008.4.3

【図１０】



(29) JP 2008-77053 A 2008.4.3

【図１１】



(30) JP 2008-77053 A 2008.4.3

【図１２】



(31) JP 2008-77053 A 2008.4.3

10

20

30

フロントページの続き

(51)Int.Cl.                             ＦＩ                                    テーマコード（参考）
   　　　　                                Ｇ０９Ｇ   3/20    ６８０Ｇ          　　　　　
   　　　　                                Ｇ０９Ｇ   3/20    ６２２Ｂ          　　　　　
   　　　　                                Ｇ０９Ｇ   3/20    ６２３Ｂ          　　　　　
   　　　　                                Ｇ０９Ｇ   3/20    ６２１Ｂ          　　　　　
   　　　　                                Ｇ０９Ｇ   3/20    ６２４Ｂ          　　　　　
   　　　　                                Ｇ０９Ｇ   3/20    ６４２Ｊ          　　　　　
   　　　　                                Ｇ０２Ｆ   1/133   ５２５　          　　　　　

(74)代理人  100129126
            弁理士　藤田　健
(74)代理人  100130971
            弁理士　都祭　正則
(74)代理人  100134348
            弁理士　長谷川　俊弘
(72)発明者  李　奉　俊
            大韓民国ソウル特別市鍾路区昭格洞　３７番地　地層
(72)発明者  許　命　九
            大韓民国忠清南道天安市佛堂洞　ヒュンダイＩパーク１０８－１２０２
(72)発明者  金　聖　萬
            大韓民国ソウル特別市松坡区新川洞　ジャンミアパート２５－１００１
(72)発明者  李　洪　雨
            大韓民国忠清南道天安市鳳鳴洞　チョンソル３次アパート３０１東
Ｆターム(参考) 2H093 NA16  NA33  NA42  NA53  NB30  NC13  NC14  NC34  NC35  NC49 
　　　　 　　        NC58  NC65  NC67  ND33  ND34  ND35  ND36  ND43  ND52  ND58 
　　　　 　　  5C006 AA11  AA21  AC11  AC21  BB16  BC03  BC06  BC16  BC20  FA12 
　　　　 　　        FA56 
　　　　 　　  5C080 AA10  BB05  CC03  DD08  EE29  EE30  JJ03  JJ04  JJ06 
　　　　 　　  5C094 AA13  AA53  BA03  BA43  CA19  CA24  DB01  EA04 



专利名称(译) 阵列基板和具有该阵列基板的显示装置

公开(公告)号 JP2008077053A 公开(公告)日 2008-04-03

申请号 JP2007150852 申请日 2007-06-06

[标]申请(专利权)人(译) 三星电子株式会社

申请(专利权)人(译) 三星电子株式会社

[标]发明人 李奉俊
許命九
金聖萬
李洪雨

发明人 李 奉 俊
許 命 九
金 聖 萬
李 洪 雨

IPC分类号 G02F1/133 G09G3/36 G09F9/30 G09G3/20

CPC分类号 G09G3/3659 G09G3/3614 G09G2300/0443 G09G2300/0452 G09G2310/0251 G09G2310/0281

FI分类号 G02F1/133.550 G09G3/36 G09F9/30.338 G09G3/20.621.F G09G3/20.621.M G09G3/20.680.G G09G3
/20.622.B G09G3/20.623.B G09G3/20.621.B G09G3/20.624.B G09G3/20.642.J G02F1/133.525

F-TERM分类号 2H093/NA16 2H093/NA33 2H093/NA42 2H093/NA53 2H093/NB30 2H093/NC13 2H093/NC14 2H093
/NC34 2H093/NC35 2H093/NC49 2H093/NC58 2H093/NC65 2H093/NC67 2H093/ND33 2H093/ND34 
2H093/ND35 2H093/ND36 2H093/ND43 2H093/ND52 2H093/ND58 5C006/AA11 5C006/AA21 5C006
/AC11 5C006/AC21 5C006/BB16 5C006/BC03 5C006/BC06 5C006/BC16 5C006/BC20 5C006/FA12 
5C006/FA56 5C080/AA10 5C080/BB05 5C080/CC03 5C080/DD08 5C080/EE29 5C080/EE30 5C080
/JJ03 5C080/JJ04 5C080/JJ06 5C094/AA13 5C094/AA53 5C094/BA03 5C094/BA43 5C094/CA19 
5C094/CA24 5C094/DB01 5C094/EA04 2H193/ZA04 2H193/ZA19 2H193/ZC15 2H193/ZC22 2H193
/ZD23 2H193/ZF24 2H193/ZF42 2H193/ZH21 2H193/ZH40 2H193/ZH45

代理人(译) 宇谷 胜幸
藤田 健

优先权 1020060090247 2006-09-18 KR

外部链接 Espacenet
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应于先前的栅极脉冲，用公共电压对像素电极预充电，该公共电压是像素电压的参考电压。
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